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はじめに 

GaN は広いバンドギャップや 2 次元電子ガス

を有し、高耐圧や高周波数のデバイスの材料と

して期待されている。GaN のデバイス作製工

程にエッチングが必要とされているが、GaN

層の劣化が問題視されている。当研究室では基

板を昇温しドライエッチングを行うことで組

成比の劣化防止に成功した[1]。しかし、表面

形状の悪化やトラップ準位の発生が改善され

ておらず、これらの解決とメカニズムの解明が

求められている。今回、BCl3 ガスを添加する

ことで表面形状の改善に成功したため報告す

る。 

 

実験 

誘導結合型プラズマ(ICP)エッチング装置[1]を

使用し、サンプルは基板上に i-GaN を 1µm製

膜させたもの(NTT-AT より購入)を使用し、処

理前にフッ化水素酸と塩化水素を用いて洗浄

した。サンプルをステージごと 400℃に昇温し

エッチングした。N2を 60％添加し、エッチレ

ートの計算から深さを 10nmに調整した。表面

形状を原子間力顕微鏡(AFM)により評価した。 

結果 

図 1に処理前と処理後のAFM像を示す。また、

画像内の白線の断面形状を下に示し、上に

Root-mean-square(RMS)表面凹凸の値を示す。

また、下に画像内の RMS 表面凹凸が N2を添

加することで initial に近く、Cl2のみよりも小

さく抑えられることが分かる。これはピットと

呼ばれる穴がCl2のみに比べ少なくなったこと

が寄与していると考えられる。上記から Cl2に

N2を添加することでピットの発生を防ぎ GaN

の劣化を抑えることが出来るといえる。 

 

 

Fig1. エッチング前後の表面凹凸 
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